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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

企業技術者で半導体関連に従事して間もない方や、今後、半導体関連に従事する方
を対象に、半導体製造プロセスの原理を体験・体感してもらうために、手作業を中
心とした前工程のプロセス及び抵抗測定を東北大学の設備を利用して実習を行った。

実験
Experimental

n型基板にイオン注入でp�抵抗を形成し、その後、アルミニウム電極をパターンニ
ングし、最終的に抵抗測定までを行った。取り扱うウエハは４インチシリコンウエ
ハである（１人１枚）。
◆実験スケジュール
１日目
●オリエンテーション
●フォトリソグラフィ
・４インチn型シリコン基板上にレジスト塗布、ベーク
・コンタクトアライナを用いて露光、現像
・自動化装置（コータデベロッパ、i線ステッパ）見学
●ボロイオン注入
●レジスト除去、乾燥
●ランプアニール
●スタッパリング（膜厚200nm程度のアルミニウムを成膜）
２日目
●フォトリソグラフィ（p+パターンへアライメントを行う
●ウェットエッチング（アルミニウムをウェットエッチング）
●レジスト除去、乾燥
●シンタリング
●抵抗測定（マニュアルのプローバで評価）

結果と考察
Results and Discussion

東北半導体・エレクトロニクスデザイン研究会の人材育成・確保ワーキンググルー
プにおける人材育成プログラムの社会人向け実習として、企業在職者で半導体経験
の浅い方を対象に、半導体製造プロセスの原理を体感しながら理解してもらうため、
手作業を中心とした前工程プロセス及び抵抗測定を含む実習を行い、受講者（13名）
から満足度・理解度ともに高い評価をいただいた。 受講者から、「実際に手作業で
行い、どのような処理を実際にやっていたかを理解できた」、「実際に製造するこ
とで、どのような装置、ケミカルを使うのかなどを具体的にイメージできるように
なった」など、実際にシリコンウエハを用いた半導体プロセスを体験したことで、
理解を深めることができたとの意見が多く寄せられました。 また、更なるスキルアッ
プを目指し、トランジスタの作成や後工程、基板実装の実習を要望する受講者もお
り、今回のプログラムは基礎を学ぶ機会として有効なものであったと思料する。 今
後、前工程関連実習の更なる拡充（特に成膜工程）や後工程や設備メンテンナス関
連実習などのプログラム組成を検討し、東北地域の半導体人材育成を加速させてい
きたい。
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Fig. 1 フォトリソグラフィ実習の様子
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